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【はじめに】量子ドットはナノサイズの粒径に制限されることにより生じる離散的な準位間の遷

移に起因する高色純度の発光が得られる材料として注目されている。この量子ドットを EL 素子

の発光材料として利用すれば、広色域の自発光ディスプレイを実現することができる。これまで

に、カドミウム系量子ドット[1]、ハロゲン化鉛ペロブスカイト量子ドット[2]を用いた EL 素子に

おいて高効率かつ狭発光スペクトルの EL 発光が報告されているが、カドミウムおよび鉛といっ

た規制のかかる毒性材料を含むことが問題視されている。低毒性の量子ドットとして InP 系量子

ドット[3,4]が注目されているが、発光効率、色純度ともに改善が必要とされている。そこで、InP

系量子ドットを用いた EL 素子で高色純度発光を得ることを目的として、新材料 ZnInP/ZnSe/ZnS

量子ドットを合成し EL素子を作製した。 

【実験】ZnInP/ZnSe/ZnS量子ドットは、ZnInP をコアとし、ZnSeと ZnSの 2層シェル構造を有す

る。ZnInP コア中の Zn は、InP の結晶性向上とコア/シェル界面の格子整合を目的に添加した。ま

た、ZnSeを内側シェルに用いることで、コア/シェル界面の格子不整合を緩和し、色純度を向上さ

せた。この ZnInP/ZnSe/ZnS 量子ドットを用いて Fig.1 に示す構造の EL素子を作製した。 

【結果と考察】合成した ZnInP/ZnSe/ZnS 量子ドット分散液は、ピーク波長 521 nm、半値幅 41 nm

の緑色 PL発光を示した。欠陥準位からの発光が抑制され、狭半値幅の発光スペクトルを実現する

ことができた。この量子ドットを発光層に用いた緑色 EL 素子の EL スペクトルを Fig.2 に示す。

ELスペクトルのピーク波長は 528 nm、半値幅は 49 nmであった。EL素子化に伴い、PLに比較し

て約 8 nmの半値幅の増加が見られたものの、

高色純度 EL発光を得ることができた。 
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